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1. 研究目的 

は Tetragonal Tungsten Bronze(TTB)構造を

持ち, 正方晶系(a=b=12.6Å, c=3.98Å)である。TTB 構造

の一般式は で表される。この物質の

Nb-O-Nb 鎖は ab 面内ではジグザグであるが, c 軸方向で

は直線的である[1]。単結晶の の c 軸方向の電気

抵抗率は 1 桁程度 a 軸方向より小さいことが報告されて

いる。また の サイトを に置換した

単結晶に関して x=0, 1.5, 2 の場合の物性

測定が行われており, x=0 では金属的振る舞いを示した

が, x≧2 では絶縁体となることが報告されている[2]。こ

の金属絶縁体転移はA1サイトに優先的に入る がx>1で

A2 サイトに入ることにより乱れを引き起こすことによっ

て起こると考えてられている。本研究では x=0.5, 1 の場

合の単結晶を作成し, A1 サイトのみに を入れた場合の

物性を解明することを目的とした。さらに の代わりに

をドープした を作製し, 物性測定した。 

2. 実験方法 

 , を化学両論比で混合し, 雰

囲気下で 12h 仮焼きして, 多結晶の を作

成した。それを用いて 雰囲気下で Floating Zone

法 に よ り 単 結 晶 を 得 た 。 一 方 , は

を化学両論比で混ぜ合わせ

たのちに仮焼きをせず , 雰囲気下で Floating 

Zone 法により単結晶を得た。得られた単結晶は, 背面ラ

ウエ法により結晶軸を決定した。 は電気

抵抗率測定, ホール抵抗率測定, は電気抵抗

率測定, 磁化率測定を行った。 

3. 実験結果・考察 

 図 1に の電気抵抗率の結果を先行研究と

合わせて示す。c 軸方向の電気抵抗は, 0≦x≦1 では x に

よってそれほど変化せず金属的であり, x=1.5で半導体的, 

x=2 で絶縁体的振る舞いを示した。さらに x=0≦x ≦1 で

はc軸方向の抵抗率のほうがa軸方向の抵抗率より小さく

なったが, x≧1.5 ではそのような異方性は喪失した。 

 図 2, 3 は の電気抵抗率と磁化率の結果であ

る。電気抵抗率は金属的であり, 母物質と同様に c 軸方向

の抵抗率のほうが小さくなった。また得られたワイス温度

から反強磁性相互作用を示すことがわかった。Nb を介し

た Pr イオン間の相互作用が存在すると考えられる。 
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図 1 の電気抵抗率の温度依存性

(左 : c 軸方向,右 : a 軸方向) 

0 100 200 300
0

1


 (




−


・

cm
)

Temperature (K)

Ba2PrNb5O15

I//a

I//c

 
図 2 の電気抵抗率の温度依存性 
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図 3 の磁化率の温度依存性 
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